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１．はじめに 
Si い 電界 と ， フ

を する ス材料として れた 性を す

ッ で り，Si に る の

ス材料として期待されている 。Si ス ，

電 や電 な に 用され， 新 N S に

されることが ま て り， 実 が でいる。Si
の 成で， な 構造をとる を す 質で

り， ， H， H， R な の 構造をとることが ら

れている 。 で H Si ッ が大 ，

いため，Si スの研究 発 ， H Si
を に められている。Si スに ， 法

により された Si 基 に， 学 成 により

が制御された を成 させた の

を用いるのが 的で る。 法で ， 料となる Si
を  で させ， 部に した

で Si を成 させる。 法による 成 の改

により 質 しているが ， の Si に

の 位が まれて り， 位 が実 されてい

る Si な と ると， 質が いと ない。

法により された の Si 基 に らせ 位

r a i  s r  is o a io S が  m ，

位 r a i   is o a io が  m ，基

面 位 asa  a  is o a io が  m
する 。基 の に し，

スの 性や信 性に を ることが られている 。

このため， 質の Si 基 が求められている。 
これに して Si 法 質 成 を実 する 法

として 目を めている 。 に o s  so io  ro  
SS 法による ク 成 に して の研究がなさ

れて り， SS 法により ， の ク Si
成 が されている 。また， 成

に い スで るため， の 質 が期待されて

いる。これまでの研究で， 成 に いて， ク

が することや，成 に い 位 が するこ

とが されている 。 
の で ，これまでに 成 に る

を ラフ 法な によ て に て た

。 の で，Si 成 で ， ク ス ッ との

用により， 位が基 面の に することを

している 。また，このよ な を用いること

で， を大 に で ること ら とな ている

。 で ， 成 に る を

用した 質 成 を する。また， 質 技術を

大 の 成 に 用するために れの制御や， 学

の 用を みて り， れに いて する 。 
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． 成  

i に SS 法による Si 成 の と 成

の を す。 SS 法による 成 で ，

の で Si を を し， を り た

を させ， 成 を 。 部 に いて

ら が に し， 部 に した に Si
を成 させる。 や な に る Si の

を 制するために ， の を に制御する

が る。また，表面 フ ， の れとス ッ

展 の によ て大 するため， の

を制御すること となる 。 の や

れの を しながら 成 を こと で

るため， ，電 ， な の 成 m i si s 
sim a io が用いられる 。また， ラ の Si

スの を するために ，Si 基 の

電 を することが となる。 の

に が， の に が用いられ

るが，Si 成 に いて ， 成 に ス

を 合することにより が， に

を 合することにより， を こ

とが 能で る 。 

． 成 に る の  

ク の実 を目 した Si 成 に いて ，

成 表面を し の 成 を実 するために，

面で 成 を ことが と で る 。これ ，

面での 成 が Si 面と して， な 成 面とな

るためで る。また， フ を た に いて

に の みが生 るとの り， に フ

を ない， 面 o a is の 成 が 成

の とな た。 面 o a is の 成 に いて

，これまでの研究 ら， らせ 位， 位

ら し，基 面 成 に と 成

しないことが されている 。 
これに して， フ を た Si 面 での 成

に いて ， 位の基 面 の が生 やすい

。 に らせ 位  m の成 で  
が基 面の に することが られている。 i

に 成 の ラフ を す 。大 な

の ラス で表される らせ 位 や， さ

な の ラス で表される 位 ，

成 に の基 面の に している ， 。

らせ 位に して ， と す てが基 面の に

するのに して， 位の に ，基 面 位

の が こらない の る。 な ら，

位の ， ス ク とス ッ フ

の によ て まり， が い のが する。

成 の表面 フ と， ラフ による

の ら， 位の基 面 位 の ク

ス ッ によ て こされることが ている 。

まり， の 面 o a is に いて な 成

面で 成 を 合に ， の と 生

ない。 ク ス ッ の さと ク ス ッ の が

に大 な を ることが て り， 面の

成 に いて に i を することにより，

の大 な ク ス ッ の 成を すると， らせ

位が することが ている 。 

． 質結晶成  

で た 位の基 面 の ，

質 に ながる で る。 フ を用いた

Si 成 で ， ク ス ッ のス ッ フ により，

位 基 面の に する。 した基 面の

面に て し，成 とと に 部に される。

したが て，成 とと に の 位 し，

により 質の 成 を実 することが 能で ると

られる。実 に， フ Si 面 での 成 に

いて， 位 が大 に することが されている

。 
ク ス ッ ， により 質 に寄 する

で， に発 すると， の み ク

な の ク を こす。このため ク成 に

質 技術を 用するために ， ク成 に な 面

成 と み合 せることが られる。 i a に Si 面と

面の 成 を み合 せた 成 の を す 。

まず，Si 面の 成 に いて ク ス ッ により

位を基 面の に する i a ii 。 られた の

面を研 し 面 を し i a iii ，この に

成 を 。 目の 面成 で ク ス ッ を

成する がないため， の成 により を

ことが 能で る i a i この 法により，  mm の

成 に いて， らせ 位  m ，

位  m ，基 面 位  m と， 位 の

めて い を ることに成 している 。 i Si を

用いて 面成 を と， ク ス ッ が 成し，

が生 るため， 面 成 によ て 質 が 能

で ると られる i 。この 合， 面の研 が
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となるため， スの が 能となる。 面 法

成 によ て， らせ 位が で る 質の

成 が実 されている 。また， 目の成 に

法を み合 せることによ て ， 質 が 能で る

ことが されている。 

． 成 に る の  

１ の 御による成 の安  

で たよ に，Si 面での 成 ク ス ッ

による により 質 が 能で る ， ク ス

ッ の な発 を 制しな れ ， ク成 で

る。 成 で ス ッ の 展 と， れの

によ て， ク ス ッ の さが することが られて

いる 。 の れとス ッ の 展 が の 合に

ク ス ッ の発 が されるのに して， の

れとス ッ の 展が の 合に ク ス ッ の発

が 制されることが ら とな ている。このため， フ

を た を用いて大 の 成 を の

で 合，ス ッ フ の また に いて

の れがス ッ フ と となる が生 てしまい，

面に いて ク ス ッ の発 を 制することが

となる。 i に， の れと の れで， フ

を た に いて のス ッ フ で

成 を 合の を す。 の れが

の 合，ス ッ フ の 部 に いて の

れとス ッ フ の になるため， ク ス

ッ の発 が 制されるが， 部 で となり，

ク ス ッ の発 が されると られる。 ，

の れが の 合に ， と に，

部 に いて ス ッ フ と れの が

となるが， 部 で ， とな てしま 。実 に，

で 成 を と，ス ッ フ 部 に い

て ク ス ッ が発 し の み ク

が発生することが ら とな ている。 
面に いて， ク ス ッ の な発 を 制す

るために， なる れを み合 せて 成 を

ス ッ フ 成 を した。ス ッ フ

成 で ， と の を に り て

成 を 。 や ッ の さな に す

るが， 電 による電 により が，

の による 制 により が 成しやすい。

により と を れ れ実 する 成

を し， の を り る。これまでにス

ッ フ 成 により， 面に いて ク ス ッ

の な発 を 制することに成 して り， ク成

に で ると られて た Si 面 フ の成

に いて，  i で 大  mm の さを ることがで

ている。さらなる大 ・ に ス ッ フ

成 の が で る。これに して ， で

るよ に 学 を用いた 成 の に り

でいる。 

 学 ー ンの  

Si 成 で ， や での を 制し， ク

ス ッ の発 を 制し成 を させる が り，

や ，さらに ス ッ フ 成 に る

れの を する が る。このために，

や ， 材な の部材の や な を させ，
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を い， ましい が られる成

を することになる。 の 部材や 材の 学的

な を る したとして ， の ラ

を させることになり， のために めて の

を実 する が る。 の

に する を として， に の ラ

を れ れ ず 的に するとすれ ，

         s  となり， 大な

が となる。 こで ，

を するために， ラ ッ クを用いた

学 に 目をした。 ラ ッ クを用いた 学

で ， め した と の み合 せを学 するこ

とにより， ら を する を構 する。

の い が構 されれ ， めて ない で

ら を することがで る。これを 成 の

に 用すると，成 を すると， に

の が られることになり，

の大 な が期待で る 。 
ラ ッ クにより， を

する を構 する の りで る

i 。まず の を なる

成 ラ で し学 を 成する。 に，

sor o を用いて 学 を 。この に，成

を める ラ と の位 を とし，

を や ， の れな とする。このよ に

と の み合 せると，学

の   の の となり， が い

ラ ッ クの構 が 能となる。構 された

ラ ッ クを用いて， の

を ために な ，    s で り，

たよ に， の ラ を れ れ ず

的に したとして ， で が する。実に

の の で が られること

になる。 

このよ に の が 能となると，成

に して， ， ， れを 的に す

ることが 能となり， に， 成 に ましい や

， れの となる成 を することが 能

となる。 の研究に いて ， 的 を用い

て， れと の な の を たす

の と，実 の 成 の 用に り

で り，Si 成 の大 ・ を目 している。 

． とめ 

で ，Si に る と，これ

を 用した大 質 成 を した。 質 技術の

大 に いて ，成 表面の が めて で り，

ス ッ フ 成 が な 法で ることを実

している。 なる大 ・ に て ， 成

の が となるが， 学 と を用いた

成 法を し る。これらにより， 質

Si 成 の大 を実 することにより， ス

の信 性・ まり が期待される。 
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